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【背景と目的】 アモルファス Zn(O,N) (以下 a-

Zn(O,N)) は高移動度の n 型半導体でバンドギ

ャップ(Eg)は 1.4 eV に近い[1]. 故に a-Zn(O,N)

は太陽電池の光吸収層に適していると考えら

れる. 本研究では、p 型層に CuI を用いて a-

Zn(O,N)/CuI ヘテロ接合を形成し、その光応答

性を調べた. CuIは Egが 3.1 eVの p型半導体で

ある. また、我々は CuIがアモルファス半導体

との組み合わせで優良な特性の p-n ダイオー

ドを形成できると報告した[2]. したがって、p

型層として CuI を採用した. 調査の結果、a-

Zn(O,N)/CuI ヘテロ接合が光起電力効果を示す

ことが分かったため報告する. 

【実験】 ITO電極上にスパッタ法で a-Zn(O,N)

層(230 nm)を、真空蒸着法で CuI層(50 nm)を順

次積層しヘテロ接合を作製した. 光照射下の

電流－電圧（I-V）測定により光起電力効果を評

価した. さらに、1.5-3.5 eV の光子エネルギー

範囲において、ゼロバイアスでスペクトル感度

測定を行った. 

【結果と考察】 光照射 I-V 測定により、光起

電力効果を確認できた. 光照射によってゼロ

バイアス光電流が発生し、電流が極小になる電

圧が正方向へ移動した(Fig. 1). 入射光強度(Pin)

の増大に伴いこの振る舞いは顕著になった . 

すなわち、光起電力効果が観察された. 

また、可視－紫外光領域において感度を有

することも判明した. Fig. 2にゼロバイアスの

スペクトル感度特性を示す. 可視光(VIS)領域

(1.8-3.0 eV)での感度は低いが、紫外光領域(3.1 

eV以上)において感度が増した. 感度の増大は

CuI層内の光励起キャリアの寄与と解釈できる. 

また、CuIは VISを吸収しないため、VIS領域の

光電流は a-Zn(O,N)起源である. 

以上のことから、a-Zn(O,N)/CuI のヘテロ接

合において光起電力効果が確認された. ただ

し、VIS 領域の感度が低いため a-Zn(O,N)層の

最適化が必要と思われる. VIS 領域の感度増大

の取り組みについては当日報告する. 
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Fig.1. 暗時と光照射時における 

a-Zn(O,N)/CuIの I-V特性 

Fig.2. a-Zn(O,N)/CuIのスペクトル感度特性 
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